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Wzmacniacze tranzystorowe

Tranzystor w ukladzie wzmacniacza:

- odpowiednio spolaryzowany,
- ustalony p.p. dostosowany do amplitudy wzmacniarsgnatu,

- zrédto sygnatu i obaizenie dohczone do tranzystora przez obwody gpegace,

- sygnat wygciowy powinien by nieznieksztatcony,

- moc wyjciowa wiksza nk sygnatu sterugcego.
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Schemat blokowy
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Wzmacniacze tranzystorowe

Parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe

Parametry robocze — wzmochienie rgmpwe
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Wzmacniacze tranzystorowe

Parametry robocze — wzmochieni

Wzmacniacz
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Wzmacniacze tranzystorowe

Parametry robocze — admitancja (impedancja
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Wzmacniacze tranzystorowe

Parametry robocze — admitancja (impedancja¥
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Wzmacniacze tranzystorowe

Parametry robocze — wzmocnienie mocy czynnej
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Klasyfikacja wzmacniaczy — wzmacniacz
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Wzmacniacze tranzystorowe

Klasyfikacja wzmacniacz

Yy Tul ﬁY‘”& @KIIQY\W TUZ |onbc

Idealny wzmacniacz pdowy dostarcz,,; o wartdci proporcjonalnej ddy; -
Wzmocnienie nie zady od wart@ei Z, i Zy,,

Idealny wzmacniacz pdowy

Y. - oo Y, =0 l,=kl, =kl

we wy 1 i'g
Rzeczywisty wzmacniacz;dowy
Ywe >> Yg wa << Yobc

11



‘T Politechnika Wroctawska
%y Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyk i

Wzmacniacze tranzystorowe

Klasyfikacja wzmacniaczy — wzmacniacz transadmitagyj
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Wzmacniacze tranzystorowe

Klasyfikacja wzmachniaczy — wzmacniacz transimpedancy

Idealny wzmacniacz transimpedancyjny dostatdzg o wartdci proporcjonalnej ddy;.
Wzmocnienie nie zaky od wartdci Z, i Z,p.
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Wzmacniacze tranzystorowe

Charakterystyka amplitudowa wzmacniacza RC

‘KJ‘ A zakres cgstotliowsci
[dB] madych srednich wysokich
>l >l <
o G
i
]
| |
! :
l !
! :
! !
| |
! :
! fd :fg - f
10° 10 107 10° 10 10° 10°  [log]

14



‘T Politechnika Wroctawska
%y Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyk i

Wzmacniacze tranzystorowe

Konfiguracja OE — parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe

Konfiguracja OE — parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe

Konfiguracja OC — parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe

Konfiguracja OC — parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe

Konfiguracja OB — parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OB — parametry robocze
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Parametry robocze — tranzystor bipolarny
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Wzmacniacze tranzystorowe

Konfiguracja OS — parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe

Konfiguracja OS — parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe

Konfiguracja OG —

&

Rg T Robc

uktad ze wzgldu na niewykorzystanie wdaiwosci tranzystor6w polowych — dej ry, jako
samodzielny wzmacniacz praktycznie nie stosowany.
uktad wykorzystywany w tzw. uktadach kaskodowych
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Wzmacniacze tranzystorowe

Konfiguracjia OG — parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe

Konfiguracja OD — parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OD — parametry robocze

Robch rdS”RS"RObC RWY ) |_2 ) 1+ ngS
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Wzmacniacze tranzystorowe

Konfiguracja OE i OS — wysokie egtotliwaosci
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Wzmacniacze tranzystorowe

Konfiguracja OE | OS — wysokie egtotliwosci
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Wzmacniacze tranzystorowe

Konfiguracja OE i OS — wysokie egtotliwaosci
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OE i OS — wysokie egtotliwaosci
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Wzmacniacze tranzystorowe

Konfiguracja OE i OS — wysokie egtotliwaosci
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Wzmacniacze tranzystorowe

Konfiguracja OE i OS — wysokie egtotliwaosci

Dla OS posipujemy analogicznie.
Jeli przyjmiemy, ze 1,,=0 oraz g.=0 to wszystkie zalencsci wyprowadzone dla OEasstuszne
dla OS.
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Wzmacniacze tranzystorowe

Konfiguracja OE — niskie estotliwosci

E
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OE — niskie estotliwosci
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OE — niskie estotliwosci
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